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グラフェンの表面に還元性ガス分子が吸着すると，グラフェン中の正孔が還元性ガス分子に奪

われるため，グラフェンがn型化し，それに伴う抵抗変化を検知できる.そのため，グラフェンで

は高感度なガスセンサ応用に向けての研究がされている[1]．また，MoS2などの遷移金属ダイカル

コゲナイドを用い，原子層薄膜を積層させたファンデルワールスヘテロ接合[2]にも注目が集まっ

ている．グラフェンと見かけ上同じハニカム構造を持ち，バンドギャップを有するMoS2を用いる

ことにより高感度なガスセンサへの応用が期待されている．そこで，我々は，ガスセンサへの応

用を目指し，Si基板上に大面積のMoS2を合成し，この試料を使ってトランジスタの作製とその電

気特性の評価を行っている．  

SiO2付きのSi基板上に，Moを電子ビーム蒸着装置で堆積させ，その後，900℃の炉内で1時間硫

化させることによりMoS2を作製した．その試料のラマン分光測定を行った結果，383.0 cm-1の𝑬𝟐𝒈
𝟏

ピークと406.9 cm-1の𝑨𝟏𝒈ピークを確認できた．その2つのピーク位置の波数差は23.9 cm-1であり，

先行研究の比較の結果[3]，我々が作製したMoS2は3層に相当することが分かった． また，この試

料を用い，Au/Tiを電極とするトランジスタを作製し，Vg - Id 特性とVd - Id特性のゲート幅依存性

を調べた．ゲート幅が大きくなるに従い，Idの増加を確認することができた．Vg - Id 特性から，ゲ

ート長/ゲート幅が100 μm / 100 μmのMoS2トランジスタの移動度を見積もったが，先行研究[4]と

比較して，我々のMoS2トランジスタの移動度が低いことが分かり，MoS2の結晶性が低いことが

懸念される．また，Vdが10 V以下のVd - Id 特性を見ると，線形的にIdが増加するのが確認できた．

ガスセンサの応用へ向けたMoS2/グラフェンのファンデルワールスヘテロ構造の電気特性につい

ても，講演では議論したい． 
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